
ディスクリート

(MOSFET/Diode/SiC Diode/TVS)

製品概要

2026/1

トレックス・セミコンダクター株式会社

Rev. 2.0



Copyright TOREX SEMICONDUCTOR LTD. All Rights Reserved.本資料の全部または一部についての無断複製・無断転載を禁じます。

新製品、注目製品
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◼ XPJ102N09N8R-G / XPJ101N04N8R-G - N-channel MOSFET 100V, 9.4mΩ/4.4mΩ,  59A/122A

• 100V動作 Nチャンネル, 小型 DFN5060パッケージへ搭載
•低オン抵抗と電荷容量低減による低損失を実現

VDSS : 100V
VGSS : ±20V

ID : 59A/122A
VGS(th) : 2.8V
RDS(on) : 9.4mΩ/4.4mΩ (MAX)
IDSS : 1μA (VDS=100V,VGS=0V)
IGSS : ±100nA (VGS=±20V,VDS=0V)

Qgs : 7.6nC/15.0nC
Qgd : 3.0nC/6.0nC
Qg : 19.0nC/40.5nC
Package : DFN5060-8L (5.0 x 6.0 x 1.1mm)
Tjmax : 150℃

◼ XBSC41A066CS-G / XBSC42A086CS-G / XBSC43A106CS-G - 650V/6A, 8A, 10A SiC ショットキーバリアダイオード

•ピーク繰り返し逆電圧 VRM=650V
•高速スイッチング動作 / 低リカバリー損失

VRM : 650V

VR : 650V

IF(AVE) : 6A, 8A, 10A

VF : 1.35V

Package : TO-220AC

Tjmax : 175℃
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1 : Cathode
2 : Anode
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高速スイッチング特性 SiC-SBD vs Si-FRD
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MOSFET 主要製品
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ショットキーバリアダイオード主要製品
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過渡電圧サプレッサ (TVS), ツェナーダイオード
スイッチングダイオード , ブリッジダイオード 主要製品
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